





























































































































































































































































































































































































































































































































* Topographiekontrast

Materialkontrast

h!:lrlfngg von der Ordnungszahl der mit dem eintreffenden Priméirelektronenstrahl wechsel-
wirkenden Atome sind die zuvor beschriebenen Effekte unterschiedlich stark ausgeprigt.

Eﬁ?&:f:ﬁ_ﬂincn Bereiche mit unterschiedlichen Elementzusammensetzungen unter-

Chanelling Effekt (Orientierungskontirast)

Beim Chanelling Effekt liegen die Gitterebenen des wechselwirkenden Probenbereiches
parallel zum eintreffenden Elektronenstrahl (siehe Bild 8.7). Dies fithrt dazu, dafl die Elek-
tronen sehr tief in die Materie eindringen konnen, und die in groBer Tiefe erzeugten Se-
kundirelektronen nur sehr schwer wieder austreten kinnen, was zur Folge hat, dal derartig
ausgerichtete Kémer im Vergleich zu anderen dunkel erscheinen.
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Bild 8.7: Veranschaulichung und Beispiel filr den Chanelling Effekt bei verdnderter Proben-

kippung

Bei gekriimmten Oberflichen erscheinen Stellen, die
zum Detektor geneigt sind hell, im Vergleich zu dem
Detektor abgewandten Stellen. Es entsteht so der
Eindruck einer schriigen Beleuchtung mit Schatten-
wilrfen aus der Richtung des Detektors. (Bild 8.8)

Sichtbarmachung von elektrischen und magneti-
schen Feldern

Elektrische und magnetische Felder lenken unter
Umsténden den eintreffenden Primiirelektronenstrahl
leicht ab. Dadurch kommt es zu einer riumlichen
Umverteilung der Primir- und damit auch Sekundir-
und Rilckstreuelekironeniniensitiiten, was zum einen zu Unschiirfen und verschwommenen
Bildern, zum andern aber auch zu aussagekriftigen Kontrasten fithren kann. Solche Effekte
werden in der Halbleitertechnik zur Sichtbarmachung von Strémen und Ladungsverteilungen
in elekironischen Bauteilen genulzt.

Bild 8.8: Topographiekontrast
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11.1.3 Brucharten

Man unterscheidet nach ihrem makroskopischen Erscheinungshild:

Verformungsreiche Briiche {(Ziihbruch)
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Dauerfestigke
itsbereich

Wohlerkurve N=
Nb -->Bruch



Zimdars
Text-Box
Dauerfestigkeitsbereich

Zimdars
Stift

Zimdars
Sprechblase
Wöhlerkurve N=Nb -->Bruch















































